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SiOx Thin Film Deposited by RF-PECVD using TEOS Gas for 

Spot Size Converter Application 
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はじめに 

シリコンフォトニクス技術を用いた光回路では、細線導波路におけるスポット径がサブ μmオーダー

になる。従って、LD 光源や光ファイバとの高効率光結合が非常に重要であり、様々な構造のスポット

サイズ変換器（Spot Size Converter：SSC）が検討されている。例えば、逆テーパ型 SSC は、先端幅 80nm

程度の先細りテーパ形状のシリコン細線とそこから洩れた光を捕獲する屈折率がクラッドに比べてや

や高い第 2 コアから構成されている[1]。このような第 2 コアには、1.52 程度の屈折率を有し少なくと

も 3μmの厚膜の成膜が可能な材料の適用が求められる。ECR-PECVD 装置を用いて SiH4を原料とする

SiOx膜が、こうした要請に合う材料として報告されている[2]。今回、我々は大面積基板への成膜が可

能な RF-PECVD 装置を用い、取扱が容易なテトラエトキシシラン（TEOS）を用いて SiOx膜の成膜法

を検討した。 

 

実験と結果 

本実験では、TEOS と酸素を用いて RF-PECVD 装置により成膜を行った。O2流量を変化させて成膜

した 100nm程度の SiO2膜の屈折率を単光エリプソメトリ（λ=633nm）により測定した結果を図１に示

す。O2 流量を減少させると屈折率が顕著に高くなっていくことから、シリコン基板上に成膜された膜

が SiOx（Si rich SiO2）であり Si と Oの組成比によって屈折率が変化しているものと考えられる。 

上記の結果を基にして成膜条件の最適化を行った。図 2 に最適化した SiOx膜の分光エリプソメトリ

による屈折率および吸収係数の波長依存性を示す。波長 1.55μmにおいて、屈折率 1.52が得られている

ことがわかる。また、図 3に示すように吸収係数は短波長側で急激に増加するものの通信波長帯（1.3μm

～1.55μm）での値は小さい。これらのことから、今回検討した手法による SiOx膜はシリコンフォトニ

クスにおける SSCのコア材料として有望であることが明らかとなった。 
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図2 屈折率の波長依存性 図3 吸収係数の波長依存性図1 屈折率のO2流量依存性

@ 633 nm
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